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■ Varian Semiconductor Management GmbH (Varian
Semiconductor Management Sàrl) (Varian
Semiconductor Management LLC), in S c h a f f h a u s e n ,
CH-290.4.015.851-3, bei K & P Treuhandgesellschaft, Pestaloz-
zistrasse 2, 8200 Schaffhausen, Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 21. 06. 2007. Zweck:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen an Gesellschaften der
Varian Semiconductor Equipment Associates Gruppe, insbeson-
dere im Zusammenhang mit Personalmanagement, Personal-
entwicklung, Personaleinsatz und Personalstrategie. Die
Gesellschaft kann administrative und allgemeine Aufgaben in
Bezug auf Finanzen, Buchhaltung, Finanzmanagement, Perso-
nalwesen, Informatik, Einkauf, Herstellung, Kundendienst und
Versicherungswesen übernehmen. Stammkapital: CHF 20’000.–.
Publikationsorgan: SHAB. Eingetragene Personen: Breitenstein,
Dr. Stefan, von Zürich, in Erlenbach ZH, Gesellschafter und Ge-
schäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage
von CHF 1’000.–; Varian Semiconductor Equipment Associates
GmbH, in Schaffhausen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsbe-
rechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19’000.–; Baker,
Thomas Camp, von den USA, in Hampton Falls, NH (USA), Ge-
schäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Colman, Jo-
seph Bowen, von den USA, in Marlborough, MA (USA),
Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Halliday,
Ropert Joseph, von den USA, in Waltham, MA (USA), Geschäfts-
führer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hwang, David Ho-
bum, von den USA, in Wellesley, MA (USA), Geschäftsführer, mit
Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG, in
Zürich, Revisionsstelle.
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